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В последние два десятилетия ведутся интенсивные исследования в области создания источников электромагнитного излучения терагерцового диапазона (с частотами от 0.1 до 10 ТГц) различного типа. Одна из возможных схем относительно простого ТГц эмиттера основана на оптических переходах между уровнями мелких примесей в полупроводниках. Внутрицентровые ТГц излучательные переходы возникают при энергетической релаксации неравновесных носителей заряда, созданных в разрешенной зоне, например, в результате ударной ионизации примесей в электрическом поле [1] или при фотоионизации примесей излучением CO2-лазера [2]. 
Нами было впервые показано, что примесное ТГц излучение может возникать также в условиях межзонного оптического возбуждения полупроводников, легированных мелкими центрами [3], и такая ТГц фотолюминесценция (ФЛ) была обнаружена в целом ряде материалов (n-GaAs, p-Ge, n-GaN, n-Si). Природа ТГц ФЛ обусловлена особенностями процессов электронно-дырочной рекомбинации с участием примесных состояний. Такая рекомбинация приводит к образованию системы заряженных примесных центров и свободных носителей, захват которых на заряженные центры сопровождается ТГц излучением. Аналогичный механизм возбуждения внутрицентровых ТГц излучательных переходов должен иметь место и при электрической инжекции неравновесных носителей заряда в легированный мелкими центрами полупроводник, например при инжекции из p-n перехода. Такая примесная ТГц электролюминесценция (ЭЛ) обнаружена нами в 4H-SiC p+-n- диоде. ТГц излучение в 4H-SiC p+-n- структурах наблюдается до 270 К и связано с внутрицентровыми переходами в донорных центрах в n-области структуры. Внешний квантовый выход ТГц ЭЛ составляет  0.7% при 100К, а мощность излучения при токе 300 мА достигает 58 мкВт.

Высокая интенсивность примесной ТГц люминесценции является предпосылкой для создания простых и эффективных ТГц излучателей, в том числе ТГц светодиодов, с рабочей температурой вплоть до комнатной.
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